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Gewichtetwa 1g MaBe in mm

pnp-Transistor

TF 49 ist ein legierter pnp-Germanium-Hochfrequenz-Transistor in Metallausfiihrung.
Die Anschlisse sind vom Geh&use elektrisch isoliert. Der Kollektoranschlu3 wird mit
einem roten Punkt am Geh&userand gekennzeichnet.

Der Transistor TF 49 ist besonders fur die Anwendung als Schalter in Rechenmaschi-
nen und &hnlichen impulsverarbeitenden Geraten geeignet.

Grenzdaten TF 49
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 10 \
Kollektor-Emitter-Spannung (Ugz = 0,5 V) -Ucev 15 v
Emitter-Basis-Spannung -Ueso 5 \%
Kollektorstrom -Ic 200 mA
Sperrschichttemperatur T; 75 °C
Gesamtverlustleistung bei Ty = 45 °C Ptot 60 mW

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft Renu = 0,5 grd/mW
Warmewiderstand zwischen. Kollektorsperrschicht

und Transistorgehiuse Rehg = 0,2 grd/mW
Kenndaten

fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25 °C

Statische Kenndaten

Bei einer Kollektorspannung von -Ucg = 0,2 V und den nachstehenden Kollektorstro-
men -I¢ gilt:

-Ic ~Ig B -Use ~UcE sat
mA mA \ "
U]
10 . < 05 80 (> 20) 0,22 (< 0,3) 0,16 (< 0,2)
50 < 256 80 (> 20) 0,3 (< 0,45) 0,175 (< 0,22)
200 <135 65 (> 15) 0,45 (< 0,7) 0,21 (< 0,25)
Reststrome

Ty =25°C|Ty =50°C

Kollektor-Basis-Reststrom bei -Ucgo = 5V -Icao 2,5 - uA
Kollektor-Emitter-Reststrom bei ~-Ucey=15V -Icey 3 7 (< 33) wA
Emitter-Basis-Reststrom bei -Uggo =5V -Irgo 1,5 5 (< 40) uA
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-200

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic =5 mA; -Ucg =5V
Grenzfrequenz in Basisschaltung
Basis-Bahnwiderstand
Kollektorkapazitat

VierpolgroBen

Arbeitspunkt:
-Ic=5mA;-Uce =1V;f=1kHz

Schaltzeiten

fa = 9(>4)MHz
rep’ = 90 Q

Cc =12pF

h11e = 2,5 kQ

h12e = 12 - 104
ha1e = 80

h2je = 60 uS

Fir folgende Strome gelten die nachstehenden Schaltzeiten:

-Ic =10 mA;-Ig1 = 1 mA; Igp =1 mA

—Ic= 200 mA; -Ig1 = 20mA; Ipp= 35mA

Ausgangskennlinien
Ic =f (Ucg): Ig = Parameter
(Emitterschaltung)

— | 50

ﬁ
——
40
-35
I
_3'0 —
—

25

T

|

NN

|

)

S

-6

_1'0

IB='015mA
]

-20

o

-0,5 -0 %V

—Uge

tein=0,5 (< 1) us

ts =11 us

tr =05 (< 1) us

tein=0,35 (< 1) us

ts =1,0 us

tr =05 (< 1) wus
Ausgangskennlinien

Ic = f (Ucg): Upg = Parameter
(Emitterschaltung)

200
T 055
mA
[ B
150 S—
al
; -045_]
| -045

f [ —
-100
-040
I .

-50

\

0,35

-0,30

-025
Uge=-0,20V

-5 v =20
e

0
0 -05 -10
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pnp-Transistor

TF 65 ist ein legierter pnp-Germanium-Transistor in Metallausfiihrung. Die Anschliisse
sind vom Gehéause elektrisch isoliert. Der KollektoranschluB wird mit einem roten Punkt
am Gehauserand gekennzeichnet.

Grenzdaten TF 65 TF 65/30 |
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 12 24 \
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 16 32 \
Emitter-Basis-Spannung -Uego 10 10 \
Kollektorstrom -Ic 50 50 mA
Sperrschichttemperatur T; 75 75 °C
Gesamtverlustleistung bei T;=45°C Piot 60 60 mwW

Waérmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und ruhender umgebender Luft Rewu < 0,5 grd/mW

Kenndaten
fiir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C
Statische Kenndaten

Bei einerKollektorspannung von -Ucg = 0,5 V und den nachstehenden Kollektorstrémen

~Ic gilt:
-Ic -Ig B8 ~Use -Ucesat
mA mA " \
2 0,045 45 0,13 (< 0,29) 0,15 (< 0,25)
10 0,200 50 0,20 (< 0,35) 0,17 (< 0,32)
50 1,050 47 0,28 (< 0,49) 0,19 (< 0,39)
Reststrome
Kollektor-Basis-Reststrom bei ~-Ucpo* -Icpo = 6 (< 25) pA
Kollektor-Emitter-Reststrom  bei -Ucgg =5V -Icgo = 100 pA
Emitter-Basis-Reststrom bei —Uggp* -Igpp = 6 (< 25) pA

* siehe Grenzdaten
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Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic =1 mA; -Ucg =5V

Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg = 15kHz
Grenzfrequenz in Basisschaltung fa =1MHz
Basis-Bahnwiderstand rppr = 75 Q
Kollektor-Sperrschichtkapazitat Cpre= 25 pF
VierpolgroBen
Arbeitspunkt: hqy1e = 800 Q
-Ic =2mA; -Ucg =1V;f=1kHz hq7e = 13 - 104
h1e = 50
hy2e =120 uS
y21e = 63 mS

Stromverstarkungsgruppierung

Die Transistoren TF 65 und TF 65/30 werden nach der dynamischen Stromverstarkung
Bo gruppiert und mit einem Farbpunkt auf der Gehdusekappe gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: -Ic = 2 mA; -Ucg =1V, f =1kHz

Farbe ’ rot iorange| gelb |grL’m ] blau |vio|ett| grau | braun

Stromverstarkung f, I 20-30 | 30-40 ‘ 40-50 | 50-60 t 60-75 '75—100|100—125 l 125-150

Rauschverhalten

Auf Wunsch konnen auch rauscharme Transistoren TF 65 und TF 65/30 geliefert werden.
Die Prifung erfolgt in der nachfolgend angegebenen Funktionsschaltung.

Bei rauscharmen Transistoren ist Ug < 10 mV. Sie werden mit einem schwarzen Strich
auf dem Geh&use gekennzeichnet.

" TF65
Priifling (rauscharm) S
iolett)
. . (viole . A-/o—(-zz-"v

I S 1 %

IR

L Rohren-
— voltmeter

.-r.,,.
—d . . —( = 87




Kollektorstrom I = f (Ip)
Ucg =05V

I i /
4 I s Upp=0V

20+

Eingangskennlinie
Ig = f(Ugg); Ucg = 0,5V
(Emitterschaltung)

mA ]

14

-06

-04

-02

Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg): Ig = Parameter
Emitterschaltung

-60 097 T
mA AT
-5 Pa
T -0
W '.5
»
-4 1
P 0%
p 1
o L
A =2
1 ]
A
L |
B —
”
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-0 i ——
0
% 5 8 0 12 %Vl
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg); Ugg = Parameter
(Emitterschaliung)
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TF 65
TF 65/30

-

Stromabhingigkeit der h-Parameter
he (Ic)
He = s ic=—zmm — IO

Ucg =-1V;f=1kHz

30 ; m
» Moo
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Hb’ 5://]13;\‘\ ,//
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\\ I
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h :Hpﬂg ,// 2e
3 s
M_f’zzl/ \/"/1?5' I
-0 -03-05 -3 -0 -0 -30-30 -100 =300 mA
-]6.
Spannungsabhéangigkeit der h-Parameter
he Ucp)
e hWUce=-1V) fUco
Ic=-2mA;f=1kHz
] . .
e
He H
VA % e ZIB‘ :
He e P |
i 0 lee\\\\ LT
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Gewichtetwa 1g MaBe in mm

pnp-Transistor

Fur Neuentwicklung nicht verwenden (siehe AC 152).

TF 66 und TF 66/30 sind legierte pnp-Germanium-Transistoren in Metallausfiihrung. Die
Anschlisse sind vom Geh&use elektrisch isoliert. Der KollektoranschluB wird mit einem
roten Punkt am Gehauserand gekennzeichnet. Die Transistoren TF 66 und TF 66/30
konnen auch gepaart geliefert werden. Die Kiihlschelle Q 62901-B1 ist zusatzlich zu

bestellen.

Grenzdaten TF 66 TF 66/30
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 12 24 Vv
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 16 32 \"
Emitter-Basis-Spannung ~-Uggo 10 10 \
Kollektorstrom -Ic 300 300 mA
Sperrschichttemperatur T; 75 75 °C
Gesamtverlustleistung bei Tg =45°C Piot 100 100 mW

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender: Luft Ry = 0,5 grd/mW
Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und Transistorgehause Ring = 0,3 grd/mW
Kenndaten

fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten

Bei einer Kollektor-Spannung von -Ucg = 0,56 V und den nachstehenden Kollektor-
stromen -I¢ gilt:

-Ic -Ig B ~Use ~UcE sat
mA mA \ \"
2 0,045 45 0,13 (< 0,29) 0,15 (< 0,25)
100 2 50 0,33 (< 0,59) 0,21 (< 0,42)
300 8,6 35 0,46 (< 0,88) 0,24 (< 0,46)
Reststrome
Kollektor-Basis-Reststrom  bei -Ucgo* -Icgo = 6 (< 25) pA
Kollektor-Emitter-Reststrom bei ~-Ucgp =5V -Iceo = 100 pA
Emitter-Basis-Reststrom bei ~Uggo* ~Iggo = 6 (< 25) uA

* siehe Grenzdaten
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= Befestigungsteil (Kihlschelle)
I . T Bestellbez.: Q62901-B1

05

557

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic = 5 mA; -Ucg =5V

Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg = 15kHz
Grenzfrequenz in Basisschaltung fa =1MHz
Basis-Bahnwiderstand rppr = 75 €

Kollektor-Sperrschichtkapazitat Cpre = 40 pF

VierpolgréBen

Arbeitspunkt:

~Ic =5mA; -Ucg =5V;f=1kHz hq1e = 500 Q
h12e = 8- 104
hy1e = 60
hyze = 135 uS
¥21e = 120 mS

Stromverstarkungsgruppierung

Die Transistoren TF 66 und TF 66/30 werden nach der statischen Stromverstarkung B
gruppiert und mit romischen Ziffern gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: -Ic = 100 mA; -Ucg = 0,5V
Ziffer | | | 1l | 1

Stromverstarkung B l 30-60 | 50-100 | 75-150

Schaltzeiten

Bei einem Ubersteuerungsfaktor von ii = 1,5 ... 3 und einem Ausraumfaktor von a = 1
(I'sp = 2 mA bei -I¢ = 100 mA) gelten folgende Schaltzeiten:

tein = 7 (< 14) us

ts =3(<8) us

tr = 18(< 36) us
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Kollektorstrom I = f (Ip)
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Eingangskennlinie
IB = f(UBE); UCE =-05V
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-100 -200 -300 -400 -500 mV
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg); Ig = Parameter
(Emitterschaltung)
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1B 66130

Stromabhéngigkeit der h-Parameter
he (Ic)
Hy= —— _  _
e~ hc=<5mA) ~ {0

Uce=-5V;f=1kHz
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Spannungsabhingigkeit der h-Parameter
he (Ucp)
e
Ho= ———————— = f(Ucp)
e~ he(Ucg = -5V) Ce

Tc=-5mA;f=1kHz
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pnp-Transistor
(Fir Neuentwicklung nicht verwenden, siehe ASY 48)

0
w_ 2 @) =
TZS 10,8—" [ —f
Gewichtetwa t g MaBe in mm

TF 66/60 ist ein legierter pnp-Germanium-Transistor in Metallausfihrung. Die An-
schliisse sind vom Gehduse elektrisch isoliert. Der KollektoranschluB wird mit einem
roten Punkt am Gehauserand gekennzeichnet. Die Kiihlschelle Q62901-B1 ist zusatz-

lich zu bestellen.
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Sperrschichttemperatur T; 75 °C
Gesamtverlustleistung bei Tg = 45°C

l TF 66/60
-Uceo 45 \"
-Ucro 64 \
-Ugso 16 \%
~-Ic 300 mA
Piot 100 mw

Warmewiderstand
Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und ruhender umgebender Luft

Warmewiderstand zwischert Kollektorsperrschicht
und Transistorgehause

Ripu = 0,5 grd/mW
Ring = 0,3 grd/mW

Kenndaten
fur eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten

Bei einer Kollektorspannungvon -Ucg =0,5 V und den nachstehenden Kollektorstrémen

Ic gilt:
-Ic -Ig B -Use ~UcEsat
mA mA \ \
2 0,045 45 0,13 (< 0,29) 0,15 (< 0,25)
100 2 50 0,33 (< 0,59) 0,21 (< 0,42)
300 8,6 35 0,46 (< 0,88) 0,24 (< 0,46)
Reststrome

~Icgo = 6 (< 25) pA
~Iceo = 100 pA
~Iego = 6 (< 25) uA

Kollektor-Basis-Reststrom  bei -Ucgp = 64V
Kollektor-Emitter-Reststrom bei -Ucgg =5V
Emitter-Basis-Reststrom bei ~-Uggp =16V
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P Befestigungsteil (Kihlschelle)
4 Bestellbez.: Q62901-B1

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic =5 mA; -Ucg =5V

Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg = 15kHz
Grenzfrequenz in Basisschaltung fa = 1MHz
Basis-Bahnwiderstand rppr = 75Q
Kollektor-Sperrschichtkapazitat Cpre = 40 pF

VierpolgréBen

Arbeitspunkt:

—C=5mA;-—UCE=5V;f=1kHZ h11e=500Q
h12e =810
hye = 60
hye = 135 uS
Y21e = 120 mS

Stromverstarkungsgruppierung

Die Transistoren TF 66/60 werden nach der statischen Stromverstarkung B gruppiert
und mit romischen Ziffern gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: -Ic = 100 mA; ~-Ugg = 0,5V

Ziffer | | l Il

Stromverstirkung B | 3060 | s0-100

Schaltzeiten

Bei einem Ubersteuerungsfaktor von i = 1,5 ... 3 und einem Ausraumfaktor von a = 1
I’y = 2 mA bei -Ic= 100 mA) gelten folgende Schaltzeiten:

tein = 7(< 14) us

ts = 3(<8)us

tr 18 (< 36) us

Il
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 TF 66160

3

-

Kollektorstrom I¢c = f (Ip)
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mA
) »
4
-0
U0 A
I /
-2m
Y
A
1%
-100
/
50 £
4
/4
/4
R T T S S S S
—
Eingangskennlinie
IB = f(Uge): Ucg = 0,5V
(Emitterschaltung)
mA
-8
Iﬂ II
-6
" /
-2
//
y
vV

0
0 -100 -200 -300 -400 -500 mV
—»L’Bf

162

Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg); Ip = Parameter
(Emitterschaltung)
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TF 66160
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Stromabhéangigkeit der h-Parameter
he (I¢)
e~ hc=—smA) ~ IO

UCE=-—5 V; f=1kHz
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pnp-Transistoren

e ———y

1

e——30 94

Gewichtetwa 5,5 g MaBe in mm

TF 78, TF 78/30 und TF 78/60 sind legierte pnp-Germanium-Transistoren in Metallaus-
fihrung. Die Anschlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert. Fiir die Befestigung des
Transistors auf einem Chassis sind die Befestigungsteile Q 62901-B 2 vorgesehen.

Diese sind zusétzlich zu bestellen.

Die Transistoren TF 78, TF 78/30 und TF 78/60 sind besonders geeignet fir NF-End-
stufen und fir Schaltanwendungen. Fir Gegentakt-Endstufen konnen die Transi-
storen TF 78 und TF 78/30 auch gepaart geliefert werden.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo
Kollektor-Emitter-Spannung (Ugg 20,25 V) ~Ucgy
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso
Emitter-Basis-Spannung ~-Ugso
Kollektorstrom -Ic
Sperrschichttemperatur T;
Gesamtverlustleistung bei Tg = 45°C Piot
Gesamtverlustleistung bei Tg < 35°C Piot

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und ruhender umgebender Luft
Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und Transistorgehause

Kenndaten
flr eine Gehausetemperatur von Tg = 25°C

Statische Kenndaten

TF 78 | TF 78/30 | TF 78/60 |

16 24 45 Y
16 32 64 v
16 32 64 \Y
10 10 16 v
600 600 600 mA
75 75 75 °C
2 2 2 w
2,7 2,7 2,7 w

Ry < 150 grd/W

Rihg = 15 grd/W

Bei einer Kollektorspannung von -Ucg = 0,7 V und den nachstehenden Kollektorstromen

~Ic gilt:
-Ic -Ig B ~Use -Uctsat
mA mA Vv "
50 1 50 0,27 (<0,45) 0,19 (< 0,3)
200 5 40 0,41 (< 0,65) 0,21 (< 0,4)
500 18 28 0,54 (< 1,0) 0,26 (< 0,5)
Reststrome

Kollektor-Emitter-Reststrom bei ~-Ucgy*
Kollektor-Basis-Reststrom  bei ~Ucpp*
Kollektor-Emitter-Reststrom bei ~-Ucgg = 5V
Emitter-Basis-Reststrom bei -Ugpo*

siehe Grenzdaten
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2 Befestigungsteile o
. Bestellbezeichnung - =
Teil A: Spannplatte  « Teil B: Beilagplatte fur Teil A + Teil B

Bestellbez. Q62901-B2-A Bestellbez. Q62901-B2-B Q62901-B2

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic =5 mA; -Ucg =5V

Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg =12 kHz
Grenzfrequenz in Basisschaltung fo = 700 kHz
Basis-Bahnwiderstand rppr = 50 Q
Kollektor-Sperrschichtkapazitat Cpre = 70 pF

VierpolgroBen

Arbeitspunkt: h11e = 350 Q

“Ic =5mA;-Ucg =5V:f=1kHz h12e = 6104
hate = 45
h22e = 100 [J.S
Y21e = 127 mS

Stromverstarkungsgruppierung:

Die Transistoren TF 78, TF 78/30 und TF 78/60 werden nach der Gleichstromverstarkung
B gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: -Ic = 50 mA; -Ucg = 0,7V

Ziffer l I* ] I ' 1l | v I Vx*

Stromverstarkung B | 2030 | 3045 | 4567 | 67100 | 100-150

Schaltzeiten

Bei einem Ubersteuerungsfaktor von i =1,5... 83 und einem Ausraumfaktor von a = 1
(I'py = 33 mA und -I¢ = 200 mA) gelten folgende Schaltzeiten:

tein = 6(< 12) ws

ts = 4(<10) us

tr = 18(< 36) us

* ausgenommen TF 78 und TF 78/30

** ausgenommen TF 78/60
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Kollektorstrom I = f (I Ausgangskennlinien

Ucg = 0,7V Ic = fUcp): Ip = Parameter
(Emitterschaltung)
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mA Ly mA _I_ZI1
L1
500 600+ LF
L
5 i
-500 Sas
I 400 Ip EABE/
400
r / =TT |
300 Upe=07V
y ‘ -300 6
200 N
-200 =
T
0 00 g~ T5mA
0 0
0 -5 10 15 mA -20 0 -2 -4 -6 -8 -0 -2V-#
— — U
Eingangskennlinie Ausgangskennlinien
Ig = f(Ugg)iUcg =-0,7V Ic = f(Ucg); Ugg = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
-700
16 T
mA mA
* 00 :
g -500 l
A le {
-10 f
-400
-8 Upe=-0TV
-300 5
-b
-200
-4
-2 -100 =
L T
Jge=-02V
0 0 T
0 00 -200 -00 400 -500Av-600 0 -2 -4 -6 -8 -0 -12V-H
U Tl
160 BE



<
Ausgangskennlinien und Grenzkurve

fiir den Schaltbetrieb (TF 78/30)
(Emitterschaltung)
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Temperaturabhéngigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung
Ptot = f(Ty); Rep = Parameter
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pnp-Transistoren

Fir Neuentwicklung nicht verwenden (siehe AD 130 und AD 131).

TF 80/30 und TF 80/60 sind legierte pnp-Germanium-Transistoren in Metallausfithrung.
Die Anschliisse sind vom Geh&use elektrisch isoliert. Fiir die Befestigung der Tran-
sistoren auf einem Chassis sind die Befestigungsteile Q 62901-B3 vorgesehen. Diese
sind zusétzlich zu bestellen.

Die Transistoren TF80/30 und TF80/60 sind besonders fiir NF-Endstufen und als Schal-
ter geeignet. Diese Transistoren kdnnen auch gepaart geliefert werden.

Grenzdaten TF 80/30 | TF 80/60
Kollektor-Emitter-Spannung fir Ic = I¢ . -Uceo 30 45 \
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1 V) ~Ucev 32 64 \
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 32 64 \
Emitter-Basis-Spannung -Uego 10 20 \
Kollektorstrom -Ic 3 3 A
Sperrschichttemperatur T; 75 75 °C
Gesamtverlustleistung bei T¢ = 45°C Piot 6 6 w
Gesamtverlustleistung bei T¢ <35°C Piot 8 8 w

Waérmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und Transistorgehause Ring = 5 grd/W

Kenndaten

flir eine Gehdusetemperatur von T¢ = 25°C

Statische Kenndaten
Bei einer Kollektorspannung von -Ucg = 1,0V und den nachstehenden Kollektorstro-

men -I¢ gilt:
Typ -Ic -Ip B ~Upe ~Ucesat
A mA \ \
TF 80/30 0,05 0,79 (< 2) 63 (> 25) 0,22 (< 0,3)
1 . 20 (< B0) 50 (> 20) 0,52 (< 0,77}
2,5 100 (< 250) 25 (> 10) 0,72 (< 1,3) 0,45 (< 0,7)
TF 80/60 0,05 1 (<2 50 (> 25) 0,22 (< 0,3)
1 25 (< 50) 40 (> 20) 0,52 (< 0,77),
2,5 125 (< 250) | 20 (> 10) 0,72(< 1,3) | 045(<0,7)
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T 1 ik Bestellbezeichnung
25 25 flr Teil A+ Teil B
e 276 —— > i e 26—~ === Q62901-B3
Teil A: Spannplatte Teil B: Beilagplatte
Bestellbez.: Q62901-B3-A Bestellbez.: Q62901-B3-B
Reststrome und Sperrspannungen
| TF80/30 TF 80/60

Kollektor-Emitter-Reststrom
bei ~Ucey* ~Icey 02 (< 0,8) 0,2 (< 0,8) mA
Kollektor-Emitter-Reststrom
bei ~Ucgy* (Tg =75 °C) ~Icey 2 (< 10) 2 (<10) mA
Kollektor-Basis-Reststrom
bei Ucpo* ~Icgo 0,2 (< 0,8) 0,2 (< 0,8) mA
Kollektor-Basis-Reststrom
bei ~-Ucpo* (Tg = 75 °C) -Icpo 2 (< 10) 2 (< 10) mA
Emitter-Basis-Reststrom
bei —Ugpo* ~Iego 01(<08) 0,1(<0,8) mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei —Ic* _UCEO > 30 > 45 \
Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic =1 A;-Ucg =10V
Grenzfrequenz in Emitterschaliung fg  =10kHz
Grenzfrequenz in Basisschaltung fa = 250 kHz
VierpolgréBen: ’
Arbeitspunkt: h11e = 70Q hy1e = 50 (> 25)
~Ic =50 mA; -Ucg =2V hi2e = 6104 hy2e =1 mS

Stromverstarkungsgruppierung

Die Transistoren TF 80/30 und TF 80/60 werden nach der Gleichstromverstarkung B
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: -Ic =1 A; -Ucg =10V
Ziffer | 1l | [\ [ \

Stromverstarkung B | 2040 | 30-60 | 50-100

Schaltzeiten

Bei einem Ubersteuerungsfaktor von & = 1,5 ... 3 und einem Ausraumfaktor von a = 1
I'py =15 mA; -Ic = 1 A) gelten folgende Schaltzeiten:

tein = 12 (< 25) us
ts =8 (<15 us
tr =20 (< 40) us
* siehe Grenzdaten
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fir den Schaltbetrieb (TF 80/30)
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve

fiir den Schaltbetrieb (TF 80/60)
(Emitterschaltung)
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Gewicht etwa 17 g MaBe in mm

pnp-Transistor

Fir Neuentwicklung nicht verwenden (siehe AD 132).

TF80/80ist ein legierter pnp-Germanium-Transistor in Metallausfiihrung. Die Anschliisse
sind vom Gehéause elektrisch isoliert. Fir die Befestigung des Transistors auf einem
Chassis sind die Befestigungsteile Q 62901-B 3 vorgesehen. Diese sind zusétzlich zu
bestellen.

Der Transistor TF 80/80 ist besonders fiir die Verwendung in NF-Endstufen und als
Schalter geeignet.

Grenzdaten TF 80/80
Kollektor-Emitter-Spannung fiir I¢ = Icmax -Uceo 60 v
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1 V) -Ucev 80 \
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 80 v
Emitter-Basis-Spannung -Ueso 20 v
Kollektorstrom -Ic 3 A
Sperrschichttemperatur T; 75 °C
Gesamtverlustleistung bei Tg = 45 °C Piot 6 w
Gesamtverlustleistung bei T¢ < 35 °C Prot 8 w
Waérmewiderstand
Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und Transistorgehause Ring = 6 grd/W
Kenndaten
flr eine Gehdusetemperatur von T¢ = 25 °C
Statische Kenndaten
Bei einer Kollektorspannung von -Ucg = 1,0 V
und den nachstehenden Kollektorstromen -I¢ gilt:

-Ic -Ip B -Use ~Ucksat

A mA \ ’ \

0,05 1,3 (< 3,33) 38 (> 15) 0,22 (< 0,3)

1 33,3 (< 80) 30 (> 12,5) 0,52 (< 0,77)

2,5 167 (< 357) 15(>7) 0,72 (< 1,3) 0,5 (< 0,7)
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r | K Bestellgezeichnung

[ 25 fir Teil A + Teil B
e 276 i e 2 Q62901-B3

Teil A: Spannplatte‘ Teil B: Beilagplatte

Bestellbez. Q62901-B3-A Bestellbez. Q62901-B3-B
Reststrome und Sperrspannungen
Kollektor-Emitter-Reststrom bei-Ucgy =80V ~Icpy = 0,2 (< 0,8) mA
Kollektor-Emitter-Reststrom bei ~-Ucgy=80V (Tg =75°C) -Icey = 2 (< 10) mA
Kollektor-Basis-Reststrom bei ~-Ucgo =80V -Icgp = 0,2 (< 0,8) mA
Kollektor-Basis-Reststrom bei -Ucgo =80V (Tg = 75°C) —Icpo = 2 (< 10) mA
Emitter-Basis-Reststrom bei ~-Uggo =20V ~Irgo = 0,1 (< 0,8) mA
Emitter-Basis-Reststrom bei ~-Uggp =20V (Tg =75°C) -Iggo = 1,56 (< 10) mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei -Icgo =3 A -Ucgo > 60 V
Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic =1 A; -Ucg = 1,0V
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg = 10kHz
Grenzfrequenz in Basisschaltung fy = 250 kHz
VierpolgréBen
Arbeitspunkt: h11e = 70 Q h21e = 50 (> 25)
~Ic =50 mA; -Ucg =2V h13e = 6104 hye =1 mS
Stromverstarkungsgruppierung
Die Transistoren TF 80/80 werden nach der Gleichstromverstarkung B gruppiert und .
mit romischen Ziffern gekennzeichnet.
Arbeitspunkt: -Ic =1 A; -Ucg = 1,0V
Ziffer | Il | il [ I\
Stromverstarkung B | 12525 | 2040 | 30-60

Schaltzeiten
Bei einem Ubersteuerungsfaktor von i = 1,5 ... 3 und einem Ausraumfaktor von a = 1

(I'yy =15 mA; -Ic = 1 A) gelten folgende Schaltzeiten:

tein = 12 (< 25) us
ts =8 (<15 us
tr =20 (< 40) us
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg): Ig = Parameter
(Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fir den Schaltbetrieb
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